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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包括：
半導體突出結構，於所述半導體裝置的第一側上方；

閘極結構，於所述半導體裝置的所述第一側上方，其中所述閘極結構位於所述半導體突

出結構的頂部上方；以及

源極/汲極區，於所述半導體裝置的垂直對應所述第一側的第二側上，其中所述源極/汲極
區位於所述半導體突出結構的底部上方，

其中所述源極/汲極區包覆所述閘極結構下方的所述半導體突出結構的側面部分。
2.　如請求項 1所述的半導體裝置，更包括：
內連線層，於所述半導體裝置的所述第二側上，

其中所述內連線層位於所述源極/汲極區上方。
3.　如請求項 2所述的半導體裝置，更包括：
源極/汲極接觸件，於所述源極/汲極區上。

4.　如請求項 1所述的半導體裝置，更包括：
閘極內連線，從所述半導體裝置的所述第二側延伸到所述閘極結構。

5.　如請求項 3所述的半導體裝置，其中所述內連線層位於所述源極/汲極接觸件上方。
6.　一種形成半導體裝置的方法，包括：
在半導體裝置的第一側形成半導體鰭結構；
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在所述半導體裝置的所述第一側形成閘極結構，使所述閘極結構位於所述半導體鰭結構

的頂部；

在所述半導體裝置垂直對應所述第一側的第二側形成源極/汲極區，使所述源極/汲極區位
於所述半導體鰭結構的底部；以及

在所述半導體裝置的所述第二側形成內連線層，使所述內連線層位於所述源極/汲極區上
方，

其中所述源極/汲極區包覆所述閘極結構下方的所述半導體鰭結構的側面部分。
7.　如請求項 6所述的方法，其中形成所述源極/汲極區包括：
在所述半導體裝置的所述第二側形成介電層；

在所述介電層上形成側壁間隔件；

蝕刻穿過所述閘極結構一側的所述半導體鰭結構的部分，以在所述閘極結構的側面形成

凹槽；以及

在所述凹槽中形成所述源極/汲極區。
8.　如請求項 7所述的方法，更包括：
在所述半導體裝置的所述第一側形成另一內連線層，使所述另一內連線層位於所述閘極

結構和所述半導體鰭結構的上方。

9.　一種半導體裝置，包括：
半導體突出結構；

閘極結構，位於所述半導體突出結構的第一側；

源極/汲極區，位於所述半導體突出結構垂直相對於所述第一側的第二側；
第一介電層，鄰近所述閘極結構，其中所述第一介電層與所述閘極結構接觸；以及

第二介電層，鄰近所述源極/汲極區，其中所述第二介電層與所述源極/汲極區接觸，
其中所述源極/汲極區包覆所述閘極結構下方的所述半導體突出結構的側面部分。

10.   如請求項 9所述的半導體裝置，更包括：
另一半導體突出結構；以及

另一源極/汲極區，橫向鄰近所述源極/汲極區，其中所述另一源極/汲極區位於所述另一
半導體突出結構上。

圖式簡單說明

當與附圖一起閱讀時，從下面的詳細說明中可以得到本揭露的各個方面最好的理解。需

要指出的是，根據產業標準實務，各種特徵部件並未按比例繪製。事實上，為了清楚說明，

各種特徵部件的尺寸可以任意增加或減少。

圖 1、2A、2B、3、4A、4B、5、6A至 6C和 7A至 7I說明了本文所描述的形成鰭式電晶體
結構的示例實施例。

圖 8A至 8E為本文所描述的半導體裝置的源極/汲極區排列的示例實施例的圖示。
圖 9A至 9E為本文所描述的形成半導體裝置的示例實施例的圖示。
圖 10A至 10E為本文所描述的形成半導體裝置的示例實施例的圖示。
圖 11A至 11D為本文所描述的形成半導體裝置的示例實施例的圖示。
圖 12A至 12C為本文所描述的形成半導體裝置的示例實施例的圖示。
圖 13為與本文所描述的形成半導體裝置相關的示例製程的流程圖。
圖 14為與本文所描述的形成半導體裝置相關的示例製程的流程圖。
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